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　私は学生時代から今まで分子線エピタキシー

(MBE) 法という薄膜作製技術を用いてトポロジカ

ル絶縁体について研究していました。MBE は結晶

欠陥の少ない高品質な単結晶薄膜の合成を可能に

する手法であり、特に表面や界面の二次元電子系

が重要であるトポロジカル絶縁体に対して有効な

研究手法です。私はこれまでトポロジカル絶縁体

薄膜やそれらの積層構造の作製と、時間反転対称

性を破ることで生じる量子ホール効果や量子異常

ホール効果といった量子輸送現象の解明を行って

きました。

　今回新学術領域のテーマとして扱っているのは

トポロジカル結晶絶縁体という物理系です。これ

はトポロジカル絶縁体と類似していますが、トポ

ロジカル絶縁体の表面状態が時間反転対称性に

よって保護されているのに対し、トポロジカル結

晶絶縁体では表面状態が結晶の鏡面対称性によっ

ても保護されているという性質があります [1]。結

晶の対称性に系のトポロジカルな性質が依存する

ことから、薄膜試料において格子歪を利用するこ

とでトポロジカル相転移を引き起こせるのではな

いか、というのが本研究テーマの目標です。

　本研究ではトポロジカル結晶絶縁体 SnTe とバ

ンド絶縁体 PbTe の混晶系である SnxPb1-xTe の物

質系に注目しています。SnTe は p 型の金属的な伝

導ですが、Pb 濃度を増やしていくことで抵抗が上

昇しトポロジカル相転移と思われる金属絶縁体転

移を見せます。更に、ドーピング効果として In を

試みています。バルク単結晶における研究では In

をドープすることで劇的に p 型キャリヤが減少す
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ることが知られており [2]、表面状態に由来する特

異な輸送現象が観測されることを期待しています。

　トポロジカル結晶絶縁体は、トポロジカル絶縁

体に比べて実験研究として未開拓な部分が多く残

されています。一方で、両者は理論的な背景が似

ているだけでなく、それらが発現する実際の物質

にも共通点が多く、これまでの研究で得た経験を

活かせる場面が多いと考えています。トポロジカ

ル物性の開拓に対して材料開発という点から貢献

できるように、今後研究を推進していくつもりで

す。
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